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(57)【要約】
【課題】生産効率を向上できる有機ＥＬ表示装置の製造
方法を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置の製造方法において、薄
膜の材料又は水晶振動子への付着性が薄膜の材料よりも
高い材料で、膜厚測定器ＭＦの複数の水晶振動子のそれ
ぞれに下地膜を形成し、下地膜が形成された複数の水晶
振動子の中から、薄膜の厚さ測定に使用する水晶振動子
を選択し、選択した水晶振動子と有機ＥＬ表示装置の基
板ＳＢとに蒸着装置１によって薄膜を形成し、薄膜を形
成しながら、選択した水晶振動子に形成される薄膜の厚
さに基づいて有機ＥＬ表示装置の基板ＳＢに形成される
薄膜の厚さを計測し、選択した水晶振動子に形成された
薄膜の厚さ又はそれに相関する事項が所定の条件に該当
したときに、薄膜の厚さ測定に使用する水晶振動子を他
の水晶振動子に変更することを特徴とする有機ＥＬ表示
装置の製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膜厚測定器を備える蒸着装置を使用して有機ＥＬ表示装置の基板に薄膜を形成する、有
機ＥＬ表示装置の製造方法において、
　前記薄膜の材料、または、水晶振動子への付着性が前記薄膜の材料よりも高い材料で、
前記膜厚測定器の複数の水晶振動子のそれぞれに下地膜を形成し、
　前記下地膜が形成された前記複数の水晶振動子の中から、前記薄膜の厚さ測定に使用す
るための水晶振動子を選択し、
　前記選択した水晶振動子と有機ＥＬ表示装置の基板とに前記蒸着装置によって前記薄膜
を形成し、
　前記薄膜を形成しながら、前記選択した水晶振動子に形成される薄膜の厚さに基づいて
前記有機ＥＬ表示装置の基板に形成される薄膜の厚さを計測し、
　前記選択した水晶振動子に形成された薄膜の厚さ又はそれに相関する事項が所定の条件
に該当したときに、前記薄膜の厚さ測定に使用する水晶振動子を前記複数の水晶振動子の
中の別の水晶振動子に変更する、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記下地膜の材料は前記有機ＥＬ表示装置の基板に形成される前記薄膜の材料と同じで
あり、
　前記下地膜は前記膜厚測定器の複数の水晶振動子のそれぞれに前記蒸着装置によって形
成される、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記薄膜が前記選択した水晶振動子と前記有機ＥＬ表示装置の基板とに形成される工程
において、前記蒸着装置に設けられた前記薄膜の蒸着源は第１の温度まで加熱され、
　前記複数の水晶振動子のそれぞれに前記下地膜が形成される工程において、前記蒸着装
置の前記蒸着源は前記第１の温度よりも高い第２の温度まで加熱される、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記膜厚測定器は、前記複数の水晶振動子が取り付けられるホルダーと、前記ホルダー
に取り付けられている複数の水晶振動子を覆うためのカバーとを有し、
　前記カバーは前記ホルダーを覆い、前記複数の水晶振動子に対応する位置に形成されて
いる開口を有し、
　前記複数の水晶振動子に前記下地膜を形成する工程では、前記複数の水晶振動子のうち
の２以上の水晶振動子が前記開口から同時に露出される、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記膜厚測定器は、前記複数の水晶振動子が取り付けられるホルダーと、前記ホルダー
に取り付けられている複数の水晶振動子を覆うためのカバーとを有し、
　前記カバーは前記ホルダーを覆い、前記複数の水晶振動子のうち一部に対応する位置に
開口を有し、
　前記複数の水晶振動子に前記下地膜を形成する工程では、前記カバーの前記開口から露
出する水晶振動子が順番に変わるように前記カバーと前記ホルダーとが相対的に動かされ
る、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項６】
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　複数の水晶振動子が取り付けられるホルダーと、
　前記ホルダーに取り付けられている複数の水晶振動子を覆うためのカバーと、を有し、
　前記カバーからは、前記複数の水晶振動子のうちの２以上の水晶振動子を露出できて、
残りの水晶振動子を覆うことができ、
　前記カバーと前記ホルダーは相対的に動くことにより、前記２以上の水晶振動子の少な
くとも一部を変更できる、
　ことを特徴とする膜厚測定器。
【請求項７】
　請求項６に記載の膜厚測定器において、
　前記カバーは前記ホルダーを覆い、前記複数の水晶振動子に対応する開口を有し、
　前記カバーと前記ホルダーは、前記開口から前記ホルダーに取り付けられている水晶振
動子が露出するように相対移動可能である、
　ことを特徴とする膜厚測定器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置の製造方法、及び膜厚測定器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置の製造工程では、薄膜の厚さを膜厚測定器で測定しながら蒸着を進め
る場合がある。例えば、有機ＥＬ表示装置の電極材料として、透明導電材料とともに、マ
グネシウム（Ｍｇ）など金属の薄膜が用いられる場合がある。金属膜の厚さは発光に影響
するので、高い精度で管理される必要がある。そこで、膜厚測定器によって金属膜の厚さ
を測定しながら、金属膜が蒸着される場合がある。
【０００３】
　また、膜厚測定器としては、水晶振動子を利用するものが知られている（例えば、下記
特許文献１）。水晶振動子は蒸着室に露出するように設置されるため、有機ＥＬ表示装置
の基板への蒸着工程では水晶振動子の表面にも薄膜が形成される。水晶振動子の表面に薄
膜が形成されることで水晶振動子の固有振動数が変化するので、水晶振動子の固有振動数
を計測することにより水晶振動子上の薄膜の厚さが算出される。そして、水晶振動子上の
薄膜の厚さの変化から、有機ＥＬ装置の基板に形成された薄膜の厚さが算出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－０２４９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　有機ＥＬ表示装置の基板に形成された薄膜の厚さを上述の方法で正確に算出するために
は、有機ＥＬ表示装置の基板への蒸着と水晶振動子への蒸着とが同じ時間に開始すること
が必要である。ところが、有機ＥＬ表示装置で使用する薄膜の材料のなかには、水晶振動
子の表面に膜を形成しにくいものがある。例えば、上述した電極の材料として利用される
Ｍｇは水晶振動子上に薄膜を形成しにくい。このような材料の薄膜を有機ＥＬ表示装置の
基板に形成する場合、有機ＥＬ表示装置の基板上での蒸着が開始しても、水晶振動子上で
の蒸着が開始しないので、膜厚測定が正確には行えない。そこで、その場合には、有機Ｅ
Ｌ表示装置の基板への蒸着を開始する前に、薄膜の材料が付着しやすい材料で水晶振動子
の表面に下地膜を形成しておくことが有効である（以下では、下地膜を形成する工程を準
備工程と称する）。
【０００６】
　水晶振動子上の薄膜の厚さは、水晶振動子の使用回数が増すにしたがって徐々に大きく
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なる。水晶振動子上の薄膜の厚さがある程度を過ぎると、その水晶振動子を使用して膜厚
を正確に算出することが困難となる。そのため、薄膜の厚さがある程度に達したときには
、膜厚測定に使用する水晶振動子を新しいものに交換することが必要となる。ところが、
水晶振動子を交換すると再び上述の準備工程が必要となるので、有機ＥＬ表示装置の生産
効率が低下する。
【０００７】
　本発明の目的は、生産効率を向上できる有機ＥＬ表示装置の製造方法と、膜厚測定器を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上記課題に鑑みて、膜厚測定器を
備える蒸着装置を使用して有機ＥＬ表示装置の基板に薄膜を形成する、有機ＥＬ表示装置
の製造方法において、前記薄膜の材料、または、水晶振動子への付着性が前記薄膜の材料
よりも高い材料で、前記膜厚測定器の複数の水晶振動子のそれぞれに下地膜を形成し、前
記下地膜が形成された前記複数の水晶振動子の中から、前記薄膜の厚さ測定に使用するた
めの水晶振動子を選択し、前記選択した水晶振動子と有機ＥＬ表示装置の基板とに前記蒸
着装置によって前記薄膜を形成し、前記薄膜を形成しながら、前記選択した水晶振動子に
形成される薄膜の厚さに基づいて前記有機ＥＬ表示装置の基板に形成される薄膜の厚さを
計測し、前記選択した水晶振動子に形成された薄膜の厚さ又はそれに相関する事項が所定
の条件に該当したときに、前記薄膜の厚さ測定に使用する水晶振動子を前記複数の水晶振
動子の中の別の水晶振動子に変更する、ことを特徴とする。
【０００９】
　（２）本発明に係る膜厚測定器は、上記課題に鑑みて、複数の水晶振動子が取り付けら
れるホルダーと、前記ホルダーに取り付けられている複数の水晶振動子を覆うためのカバ
ーと、を有し、前記カバーからは、前記複数の水晶振動子のうちの２以上の水晶振動子を
露出できて、残りの水晶振動子を覆うことができ、前記カバーと前記ホルダーは相対的に
動くことにより、前記２以上の水晶振動子の少なくとも一部を変更できる、ことを特徴と
する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態にかかる蒸着装置の概略図を示す図である。
【図２】蒸着チャンバー内の温度と、マグネシウムの水晶振動子に対する蒸着レートの時
間変化の様子を示すグラフである。
【図３】第１の実施形態にかかる蒸着装置にて用いられる膜厚測定器の様子を示す図であ
る。
【図４】第１の実施形態の蒸着装置にて用いられる膜厚測定器の変形例の様子を示す図で
ある。
【図５】第１の実施形態の水晶振動子の準備工程のフローを示す図である。
【図６】第１の実施形態の蒸着工程のフローを示す図である。
【図７】第１の実施形態の変形例にかかる蒸着装置の概略図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法や、水晶振動子の膜厚
測定器について、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
［第１の実施形態］
　図１は、第１の実施形態にかかる蒸着装置１の概略図を示す図である。
【００１３】
　図１で示されるように蒸着装置１の蒸着チャンバーＣＨ内には、蒸着源となる蒸着坩堝
ＭＬと、表面に所定の金属薄膜を形成する有機ＥＬ素子基板ＳＢ（被蒸着基板）が配置さ
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れる。蒸着チャンバーＣＨは、蒸着装置１の外壁Ｗに隔離される空間となっており、不図
示の真空排気系によって減圧されて真空排気されるようになっている。
【００１４】
　蒸着坩堝ＭＬは、蒸着材料を坩堝の内部に蓄積をし、坩堝の周囲に配置されたヒーター
により加熱をして蒸着材料を気化させて蒸着チャンバーＣＨ内に飛散させる。蒸着坩堝Ｍ
Ｌにてからの金属の蒸気は、被蒸着基板に照射されて蒸着材料による薄膜が形成される。
【００１５】
　膜厚測定器ＭＦは、本実施形態ではレボルバー式のケースにて複数の水晶振動子が収納
されて構成されている。蒸着時においては、収納された水晶振動子のうちの１つが蒸着チ
ャンバーＣＨ内に曝されるようになっており、被蒸着基板とともに水晶振動子の表面に蒸
着材料による薄膜が形成される。膜厚測定器ＭＦは、水晶振動子の固有振動数の変化量を
感知することにより、被蒸着基板において蒸着された金属薄膜の厚みを算出する。
【００１６】
　ここで、有機ＥＬ表示装置の製造工程では、例えばマグネシウム（Ｍｇ）のように、水
晶振動子に薄膜を形成しづらい金属が用いられることがある。本実施形態における有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法では、このような金属の蒸着を効率的に行なうために、当該金属が
水晶振動子に蒸着しやすくなるような下地膜を形成する準備工程が設けられる。この下地
膜としては、当該薄膜を形成しづらい金属（マグネシウム等）との付着性がよい金属であ
ればよく、マグネシウム等が下地膜として形成されてもよいし、マグネシウム等よりも水
晶振動子に付着しやすい他の金属（例えば、銀）や有機膜であってもよい。後者における
他の金属や有機膜の場合には、有機ＥＬ素子基板ＳＢへの金属薄膜の蒸着工程における温
度にて、マグネシウム等が蒸着しやすい材料（すなわち付着性がよい材料）であればよい
。なお、マグネシウム等よりも水晶振動子に付着しやすい金属（水晶振動子への付着性が
高い金属）とは、同じ条件下で蒸着した場合に水晶振動子に形成される膜厚が大きい金属
のことをいう。
【００１７】
　図２は、蒸着チャンバーＣＨ内の温度と、マグネシウムの水晶振動子に対する蒸着レー
トの時間変化の様子を示すグラフであり、第１の実施形態の水晶振動子の準備工程を説明
するための図である。
【００１８】
　まず同図におけるＴ１の時点では、蒸着材料の気化が開始しておらず、水晶振動子の表
面には金属薄膜が形成されていない状態となっている。Ｔ１～Ｔ２の時点では、マグネシ
ウムが気化して有機ＥＬ素子基板ＳＢに薄膜が形成される蒸着温度（第１の温度）に設定
され、Ｔ２～Ｔ３の時点では、蒸着温度よりも高温となる過加熱温度（第２の温度）に設
定される。この過加熱温度は、蒸着温度よりも５０度以上７０度以下の高い温度となるよ
うにする。そしてＴ３以降では、過加熱温度から再び蒸着温度に戻された状態となってい
る。
【００１９】
　図２にて示されるように、Ｔ１～Ｔ２の時点では蒸着レートがゼロのままで維持されて
、水晶振動子の表面へのマグネシウムの付着が開始されない。しかしながらＴ２～Ｔ３に
おいて蒸着源が過加熱温度に設定されることで、蒸着レートが急速に上昇して水晶振動子
へのマグネシウムの付着が開始し、下地膜が形成されることとなる。その後、Ｔ３以降に
おいて、蒸着源が過加熱温度から蒸着温度に戻されることで、マグネシウムの蒸着レート
が一定水準に落ち着いて、マグネシウムの下地膜が形成された水晶振動子に安定的に蒸着
されるようになる。
【００２０】
　すなわち本実施形態における水晶振動子の準備工程とは、金属薄膜を形成する対象物で
ある有機ＥＬ素子基板ＳＢとは別に、過加熱温度の条件下にて１又は複数の水晶振動子を
蒸着チャンバーＣＨ内に曝すことで、マグネシウムの下地膜を形成する工程となっている
。このように、金属材料の蒸発速度が増す過加熱温度とすることで水晶振動子上に、スム
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ーズに薄膜を形成することができる。
【００２１】
　以下では、本実施形態における膜厚測定器ＭＦについて詳細な説明をする。
【００２２】
　図３は、本実施形態における膜厚測定器ＭＦの上面概略図を示す図である。同図で示さ
れるように、膜厚測定器ＭＦは、複数の水晶振動子Ｃｒを保持するホルダーＨＬと、ホル
ダーＨＬを覆うカバーＣＶと、を含んで構成される。
【００２３】
　カバーＣＶにおいては、複数の水晶振動子Ｃｒのそれぞれの位置に対応して開口ＯＰが
形成される。カバーＣＶにおいては、１つの水晶振動子Ｃｒを露出させるための開口ＯＰ
が形成されており、ホルダーＨＬに対してカバーＣＶが相対的に回転移動することで水晶
振動子Ｃｒのうちの１つが露出されるようになっている。水晶振動子Ｃｒの準備工程にお
いて、ホルダーＨＬに取り付けられた複数の水晶振動子Ｃｒのそれぞれに下地膜が形成さ
れた後、有機ＥＬ素子基板ＳＢへの蒸着工程では、水晶振動子Ｃｒが１つずつ露出されて
膜厚測定に使用される。そして、水晶振動子Ｃｒの薄膜の厚さやそれに相関する事項が所
定の条件を満たしたとき（例えば、薄膜の厚みが予め定められた上限値に達した時）に、
カバーＣＶが回転をして未使用である他の水晶振動子Ｃｒが露出され、有機ＥＬ素子基板
ＳＢの蒸着工程が継続される。
【００２４】
　図４は、本実施形態における膜厚測定器ＭＦの変形例にかかる上面概略図を示す図であ
る。同図の変形例で示される膜厚測定器ＭＦでは、ホルダーＨＬに複数の水晶振動子Ｃｒ
が取り付けられて、これらを覆うカバーＣＶが備えられている。カバーＣＶからは４つの
水晶振動子Ｃｒが露出されて、ホルダーＨＬに対してカバーＣＶが相対的に動くことによ
り、露出される水晶振動子の一部（あるいは全部）を変更できるようになっている。また
、カバーＣＶにおいては、複数の水晶振動子Ｃｒを同時に露出させるための開口ＯＰが形
成されており、開口ＯＰによって露出される水晶振動子の数よりも１つ少ない個数のダミ
ーの水晶振動子ＤＣｒが配置される。
【００２５】
　図４の変形例における膜厚測定器ＭＦでは、水晶振動子Ｃｒの準備工程において、開口
ＯＰによって露出された複数の水晶振動子Ｃｒ（Ｎｏ．１～ＮＯ．４の水晶振動子）に対
して纏めて下地膜が形成されることになるため、図３の場合よりも水晶振動子の準備工程
が効率化される。具体的には、Ｎｏ．１～ＮＯ．４の水晶振動子Ｃｒが露出された状態に
て下地膜が形成された後、Ｎｏ．５～Ｎｏ．８の水晶振動子Ｃｒが開口ＯＰから露出され
るようにカバーＣＶが回転し、その後、Ｎｏ．９の水晶振動子Ｃｒと、Ｎｏ．１０～ＮＯ
．１２の位置に配置されたダミーの水晶振動子ＤＣｒが露出される状態となるようにカバ
ーＣＶが回転する。
【００２６】
　そして有機ＥＬ素子基板ＳＢへの蒸着工程では、水晶振動子Ｃｒが１つずつ使用される
ため、まず、ＮＯ．１０～ＮＯ．１２の位置のダミーの水晶振動子ＤＣｒと、ＮＯ．１の
水晶振動子Ｃｒが開口ＯＰから露出されるようにカバーＣＶが回転し、その後は、時計回
りに３０度ずつ回転されて水晶振動子Ｃｒが順番に使用される。
【００２７】
　なおダミー水晶振動子ＤＣｒの位置には、ダミー水晶振動子ＤＣｒが配置されないよう
になっていてもよいし、ＮＯ．１～ＮＯ．９の位置と同様に水晶振動子Ｃｒが配置されて
いてもよい。
【００２８】
　なお本実施形態における膜厚測定器ＭＦにおけるカバーＣＶとしては、開口ＯＰが形成
されてホルダーＨＬに対して相対的に動かされることで順番に露出をする水晶振動子Ｃｒ
が切り替わるようになっているが、このような態様には限定されない。膜厚測定器ＭＦと
しては、例えば、カバーＣＶがホルダーＨＬに対して固定されるとともに、複数の水晶振
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動子Ｃｒが固定される各位置に対応して複数の開口ＯＰが形成されて、開口ＯＰを開閉可
能とする遮蔽板（シャッター）が配置されていてもよい。この場合においては、水晶振動
子Ｃｒの準備工程において、複数の開口ＯＰのうちの一部（あるいはすべて）が開口して
下地膜が形成され、有機ＥＬ素子基板ＳＢの蒸着工程において、複数の開口ＯＰから順番
に１つずつ水晶振動子Ｃｒが露出されて膜厚測定に使用されるようにする。
【００２９】
　なお膜厚測定器ＭＦとしては、第１のカバーと第２のカバーを有し、第１のカバーが、
ホルダーＨＬを覆いつつも複数の水晶振動子Ｃｒに対応する各位置に開口を有するように
構成されて、第２のカバーが、１つの水晶振動子Ｃｒに対応する位置に開口を有して残り
の水晶振動子Ｃｒを覆い、かつ、第２のカバーの開口の位置が変化するようにホルダーＨ
Ｌに対して相対移動可能であるように構成されていてもよい。
【００３０】
　図５は、本実施形態における水晶振動子の準備工程のフローを示す図である。同図で示
されるように、まずＳ５０１においては、１又は複数の水晶振動子Ｃｒが、蒸着チャンバ
ーＣＨ内に露出される。その後、蒸着源および蒸着チャンバーＣＨ内が過加熱温度に設定
されて下地膜の形成が開始される（Ｓ５０２）。
【００３１】
　そして、蒸着チャンバーＣＨ内に露出された水晶振動子Ｃｒについて、固有振動数の計
測を経て蒸着レートを検知した場合（Ｓ５０３においてＹＥＳの場合）には、蒸着源およ
び蒸着チャンバーＣＨ内の温度を過加熱温度から蒸着温度に変更し、蒸着レートが安定化
された後に、膜厚測定器ＭＦのリボルバーを回転する。なお蒸着レートを検知できない場
合（Ｓ５０３においてＮＯの場合）には、そのまま過加熱温度による下地膜形成を継続す
る。
【００３２】
　リボルバーの回転後、Ｓ５０５においては、膜厚測定器ＭＦにおいて収納された全ての
水晶振動子にて下地膜形成が終了したか否かを判定し、下地膜形成が終了していない水晶
振動子が残されている場合には、Ｓ５０１に戻って同様の処理を繰り返す（Ｓ５０５にお
いてＮＯとなる場合）。一方、全ての水晶振動子にて下地膜形成が終了した場合には、水
晶振動子の準備工程を終了する。
【００３３】
　図６は、本実施形態における１つの有機ＥＬ素子基板ＳＢに薄膜を形成する蒸着工程の
フローを示す図である。
【００３４】
　同図で示されるように、Ｓ６０１においては、蒸着チャンバーＣＨ内に有機ＥＬ素子基
板ＳＢを搬入・露出をする。その後Ｓ６０２においては、有機ＥＬ素子基板ＳＢへの蒸着
を開始する。このＳ６０２においては、下地膜が形成された水晶振動子Ｃｒを膜厚測定器
ＭＦから露出されて、有機ＥＬ素子基板ＳＢに蒸着される薄膜の厚さの計測も開始される
。
【００３５】
　Ｓ６０５においては、水晶振動子Ｃｒの固有振動数の計測により、有機ＥＬ素子基板Ｓ
Ｂへの蒸着量が目標値に到達したか否かが判断されて、目標値に到達した場合（ＹＥＳの
場合）には蒸着工程が終了するが、目標値に達しない場合（ＮＯの場合）にはＳ６０２の
処理（蒸着と、蒸着薄膜の計測）が継続される。
【００３６】
　そしてＳ６０２の処理の継続中においては、水晶振動子Ｃｒの着膜量が上限値に到達し
たか否かが判断されており（Ｓ６０３）、上限値に到達した場合には、下地膜が形成され
た他の未使用の水晶振動子に変更するべく、膜厚測定器ＭＦのリボルバーが回転される。
【００３７】
　このように本実施形態における有機ＥＬ表示装置の製造工程においては、図３等のよう
な膜厚測定器ＭＦを有した蒸着装置１による水晶振動子の準備工程が含まれていることで
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、水晶振動子の変更時において既に下地膜が形成された水晶振動子が準備されて、蒸着工
程において滞りなく直ちに薄膜の形成が可能となるので、生産効率を向上できる。
【００３８】
　なお、本実施形態におけるＳ６０３においては、水晶振動子に形成された薄膜の厚さが
所定値を超えた場合に、水晶振動子を変更することとしているが、本発明はこのような態
様に限定されず、水晶振動子の薄膜の厚さに相関する事項が所定の条件に該当する場合に
、他の下地膜が形成済みの水晶振動子に変更するようにしてもよい。この水晶振動子の薄
膜の厚さに相関する事項としては、具体的には、水晶振動子の使用時間や、水晶振動子の
使用回数（有機ＥＬ素子基板ＳＢの蒸着枚数）があり、水晶振動子の使用時間が所定時間
を経過した場合や、水晶振動子の使用回数（有機ＥＬ素子基板ＳＢの蒸着枚数）が所定値
を超えた場合にて、水晶振動子を変更するようにしてもよい。
【００３９】
　図７は、第２の実施形態における有機ＥＬ表示装置の製造工程の様子を示す図である。
同図で示される有機ＥＬ素子基板ＳＢに対しては、２つの蒸着源（蒸着坩堝ＭＬ１、ＭＬ
２）からの蒸着材料の合金による薄膜が形成される。
【００４０】
　具体的には、蒸着坩堝ＭＬ１からは銀（Ａｇ）が気化され、蒸着坩堝ＭＬ２からはマグ
ネシウム（Ｍｇ）が気化されるようになっており、有機ＥＬ素子基板ＳＢには、銀：マグ
ネシウム＝５：１の比率の合金による薄膜が形成されるようになっている。
【００４１】
　第２の実施形態における水晶振動子の準備工程では、膜厚測定器ＭＦ１，ＭＦ２にて、
それぞれ銀とマグネシウムによる下地膜が形成されるようにしてもよいし、双方に同一種
類の金属による下地膜が形成されていてもよいし、銀とマグネシウムの合金による下地膜
が形成されていてもよい。
【００４２】
　また第２の実施形態における蒸着工程においては、銀の蒸着坩堝ＭＬ１の近傍に配置さ
れる膜厚測定器ＭＦ１には、銀による薄膜が形成されるようにし、マグネシウムの蒸着坩
堝ＭＬ２の近傍に配置される膜厚測定器ＭＦ２には、マグネシウムによる薄膜が形成され
るようにすることで、有機ＥＬ素子基板ＳＢ上に形成される合金の含有比率を管理しつつ
蒸着工程が実行されるようにしてもよい。あるいは、蒸着チャンバーＣＨ内に膜厚測定器
ＭＦ１のみを配置して、銀とマグネシウムの合金による薄膜の厚さを測定するようにして
もよい。いずれの場合であっても、膜厚測定器ＭＦを有した蒸着装置１による水晶振動子
の準備工程が存在することで、蒸着工程において滞りなく直ちに薄膜の形成が可能となる
ので、生産効率を向上できる。
【００４３】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。本発
明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例および修正例に想到し得るもの
であり、それら変更例および修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。
また例えば、上記の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除、もしく
は設計変更を行ったもの、または、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、
本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００４４】
　ＳＢ　有機ＥＬ素子基板、Ｗ　外壁、ＣＨ　蒸着チャンバー、ＭＦ　膜厚測定器、ＭＬ
　蒸着坩堝、Ｃｒ　水晶振動子、ＨＬ　ホルダー、ＣＶ　カバー、ＯＰ　開口、ＤＣｒ　
ダミー水晶振動子。
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